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MaBbild mit AnschluBbelegung Gehéduse: SOT-23

silizium-NPN-Planar-Epitaxial-Transistor fiir UHF- und Breitband-Kleinsignalverstérker bei

extrem niedrigem Leistungsbedarf.

Grenzwerte
Grenzwert Rg- min. max. Einheit
zeichen
Kollektor-Basis-Spannung UCBO : 8 )
Kollektor-Emitter-Sperr- UCEO 5 \%
spannung
Emitter-Basis-Spannung UEBO ' 2 v
Kollektorstrom, Mittel- |1,y 2,5 A
wert '
Gesamtverlustleistung Ptot 50 mW
' g "
bei Famb < 125 °C
- auf Keramiksubstrat
8 mm x 10 mm X
0,7 mm
Sperrschichttemperatur 'I‘]. 150 °C
Betriebstemperaturbereich Tstg - -955 125 °C
Wirmewiderstédnde
zwischen Lotfldchen
und Umgebung
- auf Keramiksubstrat Rthja 450 K/W |
8§ mm x 10 mm X
0,7 mm




Ausgewdhlte Kennwerte (T, = 25 °C)
Kennwert Kurz- MeBbedingung min. | t max. |Einhei
zeichen & | WP + |BInheit
-.—‘-‘R*-
Kollektor-Reststrom ICBO IE =0 50 nA
UCB =5V
Kollektor-Emitter- UCEsat Ie = 10 pA 200 my
Restspannung IB =1 yA
UCEsat IC = 1 mA 175 mV
iB = 100 pA
Basisspannung UBEsat IC = 10 pA 750 my
IB =1 pA
UBEsat Ic = 1 mA 900 mV
IB = 100 pA
Transit-Frequenz fT lC = 1 mA 1,2 GHz
UCE =1V
fM = 500 MHz
Kollektorkapazitat CC UCB =0,V 0,6 pF
IE =0
f = 1 MHz
Emitterkapazitét CE UEB =0 0,5 pF
IC =0
f = 1 MHz
Ruckwirkkapazitét “CIZe UCE =1V 0,45 pF
IC =1 mA
f = 1 MHz
Gleichstromverstédrkung hFE UCE =1V 20
IC = 1 mA
Leistungsverstéirkung Usg =17V
| IC = 1 mA |
Vp opt f = 200 MHz 25 dB
Vp opt f = 500 MHz 18 dB
\' f = 800 MHz 12 dB
p opt
Rauschzahl UCE =1V
Z = Z
g g opt
f = 500 MHz
F IC = 1 mA 3,8 dB
F IC = 100 pA 5,5 dB




